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В настоящее время в литературе дискутируется вопрос относитель­
но причин появления при фотохимическом и аддитивном окрашивании 
кристаллов CaF2 двух типов спектров: спектра Смакулы, состоящего из 
четырех полос с максимумами на 225, 335, 400 и 580 ммк  и спектра 
типа Мольво, самыми большими полосами которого являются полосы 
с максимумами на 380 и 525^-560 ммк.  Люти и Фонг [1, 2] приписывают 
появление различных типов спектров влиянию термической обработки 
кристалла в процессе аддитивного окрашивания.
Ряд авторов [3, 4] объясняет появление спектра Мольво присутст­
вием в кристалле кислорода. Бонтинк [5] считает, что вид спектра зави­
сит от энергии излучения, Прзибрам [6 ] — от дозы облучения. Рат- 
нам [7 ] — от температуры облучения. Выяснение причин появления двух
типов спектров имеет прин­
ципиальное значение при ре­
шении вопроса об образова­
нии центров окраски в крис­
таллах CaF2.
В настоящем сообщении 
приводятся результаты ис­
следований условий образо­
вания двух типов спектров в 
окрашенных кристаллах
CaF2.
Проведены следующие 
эксперименты. Кристалл
CaF2, прозрачный в диапазо­
не 2 0 0  -ь 1 0 0 0  м м к , нагре­
вался в кварцевой трубе при 
температуре 700°С, вакуу­
ме 4 X 1 0 " 2 мм  Pt - с т .  в  
течение 4 часов, затем быст­
ро охлаждался до комнат­
ной температуры. Обнару­
жено, что в спектре такого 
кристалла появляется поло­
са с максимумом на 2 0 0  ммк.  Последующее облучение этого кристалла 
рентгеновскими лучами, электронами или протонами вызывает появление 
в спектре дополнительных полос с максимумами на 320, 380, 470 и 
560 ммк  (рис. 1). Спектр кристалла, не имевшего до облучения полосы
Рис. 1. Спектры кристалла C aF 2, подверг­
нутого термической обработке, d =  0.6 см.
1 — спектр кристалла до облучения,
2 — кристалл облучен рентгеновскими 
лучами в течение 0,5 часа (70 кв  10 ма)
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в ультрафиолете, имеет вид спектра Смакулы и состоит из полос с м ак ­
симумами на 225, 335, 400 и 580 ммк (рис. 2). Замечено,  что чувствитель­
ность к окрашиванию кристалла C a F 2, имеющего полосу в ультрафиоле­
те, резко возрастает по сравнению с кристаллом, прозрачным в этой об­
ласти спектра.
Изучение спектров легированных кристаллов позволило обнаружить  
следующий факт: введение в кристалл C a F 2 примеси натрия,  которая,  
встраиваясь на место катиона,  вводит с собой дополнительное число 
анионных вакансий,  вызывает появление в спектре необлученного кри-
Рис. 2. Спектр кристалла C aF 2, не подвергнутого терми­
ческой обработке, d  == 0,6 см.
К ристалл облучен рентгеновскими лѵчами в течение 4,5 ч а ­
са (70 кв  10 ма)
•
сталла полосу с максимумом на 210 ммк. Спектр такого кристалла,  сл а ­
бо облученного протонами энергией 2 Мэв, состоит из полос с максимума­
ми на 206, 320, 380 и широкой полосы на 560 ммк (рис. 3).  Необходимо
Рис. 3. Спектры кристалла C aF 2— Na.
1 — кристалл до облучения,
2 — кристалл облучен протонами, доза 1,2 • IO13
прогон! CM2,
3 — кристалл C aF 2 до облучения
ѳтметить,  что спектр, подобный спектру облученного кристалла C a F 2— Na, 
„наблюдается и в облученных синтезированных кристаллах C a F 2, выра-
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щенных в нашей лаборатории из порошка C a F 2, полученном при синтезе 
хлорида кальция с фторидом натрия при IOOO0C на воздухе.
Таким образом, кристаллы C a F 2, до облучения содержащие в ульт­
рафиолете полосу поглощения,  после облучения имеют спектр, отличный 
от спектра кристалла,  до облучения прозрачного в ультрафиолете.  П ояв ­
ление полосы может быть вызвано либо кислородом, входящим в кри­
сталл в результате термической обработки или одновременно с введе­
нием в кристалл примеси Na [8], либо анионными вакансиями, вводимы­
ми в кристалл примесью кислорода и натрия.
По-видимому, наличие в кристалле дефектов,  обуславливающих 
полосу с максимумом на 205—210 ммк, приводит к резкому увеличению 
эффективности образования радиацией центров окраски,  ответственных 
за полосы с максимумом на 380 и 560 ммк. Интенсивность этих полос 
значительно больше интенсивности полос спектра Смакулы при изодоз- 
HOM облучении, поэтому они и определяют вид спектра кристалла.
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